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> Le composé quaternaire Cu ZnSnS, (CZTS) possede un bon coefficient d’absorption (~ 10* cm™ [1])
ainsi qu’une énergie de gap adaptée (~ 1,5 eV [1]). Ses précurseurs sont abondants et non-toxiques.

> M¢éthode appliquable sur tout type absorbeur ou au

> La détection, I’'1dentification et la quantification des phases secondaires présentes dans le CZTS est moins une phase secondaire est presente : CIS...

importante parce que leur présence semble impacter fortement les performances €lectriques finales

de 1a cellule > Facilit€é de comparaison des séries d’€chantillons

comportant un gradient de composition : CIGS...

> On présente ici une methode de quantification de phases secondaires (SnS, et Si-c) présentes dans les

absorbeurs en CZTS a 1’aide de cartographies Raman. > Approfondissement de I’€tude statistique de la

répartition des zones occupées par la phase secondaire
au sein de la phase principale.

Cartographie Raman & Grandeurs associ€es [1] Hinori Katagiri et al, Thin Solid Films 517, 2455-2460, 2007
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ZOnes rouges et £=05 Parametres de syntheses des échantillons A et B :
bleues respectives

40
i Echantillons [Cu]/([Zn]4[Sn]) [Zn]/[Sn] Temps de recuit (min) Type de recuit T (°C)
) A 0.816 1.06 15 BG+S+NaF 600
_ . B 0.808 1.19 15 BG+S 600
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Echantillon B £ . =2 %
& % La quantité importante de phase secondaire SnS, dans I’échantillon A peut tre
Z mise en relation avec une plus grande quantité relative d’€tain dans les précurseurs
BN ° S e T T de 1’échantillon A, par rapport a 1’échantillon B.
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: méme morphologie dans les échantillons A et B. L’analyse de la
H o taille de ces zones en fonction de leur abondance le contirme. 1t te es 1 L
; Il est possible que le substrat texturé en silicium soit apparent Rayon du disque inclu dans I'impurete [wm]
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